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1、产品简介 

电力线过零检测电路在电力载

波通讯、功率设备和家电接入切换

等领域都有广泛应用。GS1102是一

款专用于过零检测电路的芯片，通

过检测输入端电压，当输入端电压

小于阈值时，驱动光耦芯片，得到

电力线过零检测信号，提供给应用

控制系统，当输入端电压大于阈值

时，输出端呈现高阻态。 芯片自

身具有极低的功耗，静态工作电流

小于10uA，从而可将电能大部分用

于驱动光耦，获得较宽的过零检测

脉冲，使系统更容易检测。芯片输

入采用施密特触发器，输入低电压

VIL最低0.6V，输入高电压VIH最高

2.5V，具有较高的检测精度，内部

的迟滞处理也使芯片可以更容易将

电力线上的毛刺滤除，有效防止电

力线上噪声导致的错误过零检测信

号。芯片内部集成了芯片和光耦供

电所需电源的整流二极管，输入端

集成稳压二极管。只需外接一个电

容即可由输入端为过零检测电路进

行供电，整体解决方案所需外围器

件较少。 

 

2、特色 

◆低功耗,工作电流<10uA 

◆高检测精度 

◆有效滤除电力线噪声 

◆集成整流二极管 

◆集成稳压二极管 

◆外围器件少 

3、封装类型 

◆SOT23-3 

 

4、应用范围 

◆电力载波通信 

◆家用电器 

◆功率设备接入 

◆RGB照明控制同步 
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5、功能引脚定义 

引脚序号 接口名称 功能 

1 IN 检测输入端 

2 VDD 电源，连接光耦发光二极管负端 

3 VSS 接地端 

6、极限参数 

参数 符号 参数范围 单位 

输入电压 INV
 

0~7 V 

VDD端电流 DDI
 

0~10 mA 

VDD端耐受电压 DDV
 

-0.5~+7 V 

接地端电流 GNDI
 

10 mA 

IC工作时的环境温度 oprT
 

-40~+85 ℃ 

热阻值 )( ajthR −
 

300 ℃/W 

IC储存时的环境温度 stgT
 

-55~+150 ℃ 

ESD（HBM） ESD 4000 V 

7、电气特性 

参数 符号 测试条件 最小值 典型值 
最大

值 
单位 

输入电压 INV  - 3 5 5.5 V 

阈值迟滞 hystV    1.2  V 

芯片工作电流 

DDI 1 
IN=5V   8 

 A 
DDI 2 

VDD=5V

，

IN=VSS 

400 650 900 

输出延迟时间 delayT    200  ns 

输入高电平 VIH    2.5 V 

输入低电平 VIL 

 

0.6   V 
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8、测试电路 

 
图1   测试电路图 

9、典型应用 

GS1102可以通过如图2所示电路实现电力线的过零检测。其中C1为储能电

容，为芯片和光耦提供电能，典型可以采用56nF，建议不超过100nF。外围

分压电阻R1~R4用户可根据AC输入的电压大小进行调节，典型可以采用

750K。R5可以采用4.7K，R6采用10K，C2采用1nF。IN端口集成稳压二极

管，稳压典型值为5.9V。O3为光耦器件。 

    当 INV > thV 时，IN端通过集成的整流二极管为C1充电至VDD电压，进行储

能；当 INV < thV 时,交流输入处于过零点附近，VDD到地放电通路开启，C1上

储存的能量通过光耦发光二极管释放，产生过零脉冲。如图3所示。 

 

图2   过零检测应用 
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图3 220V交流电过零检测波形 

10、封装外形尺寸 

SOT23 
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11、包装 

 


